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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor com ponent (1) comprising a synthetic housing material (2), a semiconductor 
ON chip (3) and a circuit support (4). The semiconductor chip (3) is embedded in the synthetic housing material (2). The top surface of 
the semiconductor chip (3) and the synthetic housing material (2) are disposed on a circuit support (4). An elastic adhesive layer (1 1) 
is interposed between the circuit support (4) and the synthetic housing material (2) comprising the semiconductor chip (3), thereby 
mechanically decoupling an upper area from a lower area of the semiconductor component (1). 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil (1) mit GehausekunststofTmasse (2), einem Halbleiterchip (3) 
und mit einem SchaltungstrSger (5). Der Halbleiterchip (3) ist in eine GehHusekunststoffmasse (2) eingebettet. Die Oberseite des 
Halbleilerchips (3) und die Ge ha usekunsts toff masse (2) sind auf einem Schallungslrager (4) angeordnet. Zwischen dem Schallungs- 
trager (4) und der Gehausekuns Is toff masse (2) mit dem Halbleiterchip (3) ist eine elastische KlebstofTlage (11) zur mechanischen 
Entkopplung eines oberen Bereichs von einem unteren Bereich des Halbleiterbauteils (1) angeordnet. 
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